Tentamen
ess115 Elektriska Nét och System, F2

Examinator: Ants R. Silberberg
29 april 2011 kl. 08.30-12.30 sal: M

Forfragningar: Hamidreza Taghavi, ankn. 8062

Losningar: Anslas mandag 2 maj pa institutionens anslagstavla,
plan 5.
Resultat: Rapporteras in i Ladok.

Granskning: Torsdag 19 maj kl. 12.00 - 13.00 , rum 3315 (Lunne-
rummet) pa plan 3 i EDIT-huset, korridor parallell med
Horsalsviagen.

Bedémning: En korrekt och valmotiverad 16sning med ett tydligt an-
givet svar ger full podng.

Hjalpmedel

e Typgodkind minirdknare

e Beta Mathematics Handbook
e Physics Handbook

e Sammanfattning Kretselektronik (A4-héfte)

Betygsgréanser (6 uppgifter om vardera 3 poéing).

Podng | 0-7.5 | 8-11.5 | 12-14.5 | 15-18
Betyg U 3 4 5
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1. Betrakta likstromsnaétet i figur 1 nedan och berdkna strémmen I genom
resistansen R.

Ry =6.0Q Ry =409 R=10Q
Up=120V Iy =20A
Rl Rl
1 1
I | —

Figur 1: Likstromsnét

2. Betrakta vixelstromsnétet i figur 2 nedan och berdkna

a) medeleffekten som utvecklas i resistansen R.
b) medeleffekten som utvecklas i kapacitansen C.

c) den komplexa effekt som spdnningskéllan levererar.

Antag sinusformat stationéartillstand.

u(t) = Acos(wt + @) R=4.09Q C' =0.50 mF
w = 1000 rad/s A=50V ¢ = 30°
1
L

uw (%) A E

Figur 2: Véaxelstromsnéat
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3. Berdkna strommen ¢y, genom belastningsresistansen R hos instrument-
forstarkaren i figur 3. Vilket virde har strommen ig da u; = 8.00 V och
uy = 8.01 V. Antag ideala operationsforstarkare.

R =10k
1
Uy 2R
) 4R
1
| I _
‘L_I  — +
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. 2R _
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+ AR ol []r

Figur 3: Instrumentforstéarkare
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4. Beridkna stromforstarkningen Zl—f i transistorkretsen i figur 4. Berak-
na dven forstarkarens inimpedans Z;, som den dr markerad i figuren.
For transistorn géller: h;,—1.0 k2 och hs.=200. Ovriga transistor-
parametrar kan forsummas. Vid aktuella signalfrekvenser ér dessutom

=~ 0.
Rs =50 R, =15 k) Ry = 3.3 k)
Re = 2.2 kQ Ry = 220 Q

Rlu i 7| | Re

Figur 4: Transistorforstéarkare
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5. Med hjilp av passiva komponenter vill man konstruera ett lagpassfilter
av typ Butterworth. Kretslosningen visas i figur 5 med spénningen u;(t)
som insignal och spanningen ug(t) som utsignal. Berdkna R och C' s
att filtrets bandbredd (6vre brytfrekvens) blir 1000 Hz.

L =25 mH

L

Ouo r[] wo==c

Figur 5: Passivt RLC-filter

6. Berdkna overforingsfunktionen till férstarkaren i figur 6. Insignal &r
spanningen wu;,(t) som levereras av en oberoende killa och utsignal
dr spdnningen wu,(t). Berékna, samt gor en skiss av, utsignalen da
insignalen ar en enhetsimpuls, u;,(t) = 0(¢). Antag ideal operations-

forstarkare.
I
| L
R R C 05R
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Figur 6: Op-forstarkarkrets
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